
DISPOSITIUS ELECTRÒNICS 
Enginyeria Electrònica 
 
Obligatòria: 7,5 crèdits (4,5+3) 
 
Sesión inicial (1 h.) 
 
Tema 0. Actualidad y futuro de los dispositivos electrónicos (2h) 
 
Tema1. Fundamentos de física de semiconductores y transporte electrónico (6 h.) 

1.1 Introducción a los semiconductores (2 h.) 
1.2 Concentración de portadores (2 h.) 
1.3 Propiedades de transporte de portadores (2 h.) 

 
Tema 2. El diodo de unión PN (8 h.) 

2.1 Electrostática de la unión PN. (2 h.) 
2.2 Unión PN fuera del equilibrio. Corrientes. (2 h.) 
2.3 Comportamiento dinámico del diodo PN. (2 h.) 
2.4 Modelos SPICE del diodo. Contactos metal-semiconductor. Fabricación de un diodo. 
Introducción a la tecnología microelectrónica. (2 h.) 

 
Tema 3. El transistor MOS (15 h.) 

3.1 La estructura MOS (3  h.) 
3.2 El tr ansistor MOS de canal largo (3 h.) 
3.3 Escalado del MOSFET. MOSFETs de pequeña dimensión: efectos de canal corto 
y canal estrecho (3 h.) 
3.4 Tecnología de fabricación. Modelización del MOSFET en SPICE (2 h.) 
3.5 Optimización de las prestaciones del MOSFET en circuitos. (4 h.) 

 
Tema 4. El transistor bipolar (10 h.) 

4.1 Estructura básica y principio de funcionamiento. (2 h.) 
4.2 Análisis cuantitativo de las corrientes en el transistor bipolar. (3 h.) 
4.3 Modelos compactos del transistor bipolar. Respuesta a pequeña señal y 
comportamiento en conmutación. (2 h.) 
4.4 Diseño y optimización del transistor bipolar en circuitos  
digitales y analógicos. (3 h.) 

 
 
(Jordi Suñé) 

 
1. Hojas de problemas/lecturas de entrega obligatoria; 20% 
2. Prácticas (evaluación en laboratorio y memoria); 20% 
3. Examen final 60% 
- Preguntas cortas (50%); sin libros  
- Problemas (50%); con libros, apuntes... 
Requisito para aprobar: nota mínima de 4 en el examen 
Las prácticas son obligatorias y condición “sine qua non” para aprobar la asignatura. 
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